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１．概要（Summary） 
  我々は、豊富な元素で構成される新しい薄膜太陽電池

材料として半導体BaSi2に注目している。BaSi2は 1.5eV
のフォトンに対して結晶 Si の約 30 倍の光吸収係数(α＝
3×10-4cm-1)を持つことや、禁制帯幅が太陽電池の最適

値に近い 1.3eV であることから薄膜化と高効率化の両方

が可能であると考えられる[1,2]。これまでの研究により、

BaSi2 は結晶粒径に比べて格段に大きな少数キャリア拡

散長をもつことが分かっている。これは、光生成キャリアの

収集に特に有利な特徴である。この理由を明らかにする

ため、これまで、結晶粒界のポテンシャル分布が重要と考

え、ケルビンプローブ法により調べてきた。その結果、

Si(111)基板上に成長した undoped n-BaSi2 (n ~ 1016 
cm-3)の粒界におけるバンド構造は下に凸であり、少数キ

ャリアである正孔に対してキャリアトラップとはならないこと

が分かった[3]。これが、少数キャリア拡散長が長い原因と

考えられる。しかし、BaSi2 太陽電池の実用化を考えた場

合、より安価な基板上に BaSi2 が形成できることが好まし

い。本研究室ではAl誘起層交換法(AIC法)によってガラ

ス上に(111)高配向の多結晶 Si の作製に成功しており[4]、
この多結晶 Si を成長基板として BaSi2 薄膜の形成に成

功している。本研究ではケルビンプローブ原子間力顕微

鏡法を用いて AIC-Si 上に成長した BaSi2薄膜表面のポ

テンシャル分布と、試料面直方向の電流分布を調べるこ

とで、粒界特性を明らかにすることを目的とする。 
 
２．実験（Experimental） 

超高真空チャンバー内で熱反応堆積法(RDE 法)及び

分子線エピタキシー(MBE 法)を行い、(111)配向 AIC-Si
基板上に、厚さ約 100nm の undoped n-BaSi2を作製し

た。結晶性の評価には θ-2θ X 線回折を用い多結晶

BaSi2 が成長したことを確認した。作製した試料について

KFM 測定を行うことで表面ポテンシャルの分布を評価し

た。またこの際に、試料表面と試料台をカーボンテープで

電気的に接続し、試料表面でチャージアップが起きないよ

うにした。 
 

３．結果と考察（Results and Discussion） 
 作製した試料を用いて、今後、BaSi2 薄膜表面のポテン

シャル分布と、試料面直方向の電流分布を調べる。 
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